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Svmbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
ym Min. Max. Min. Max.
A 0.700/0.800 0.800/0.900 0.028/0.031 0.031/0.035
Al 0.000 0.050 0.000 0.002
A3 0.203REF. 0.008REF.
D 4.900 5.100 0.193 0.201
E 4.900 5.100 0.193 0.201
D1 3.050 3.250 0.120 0.128
E1 3.050 3.250 0.120 0.128
k 0.200MIN. 0.008MIN.
b 0180 | 0.300 0007 | 0012
e 0.500TYP. 0.020TYP.
L 0.450 | 0.650 0.018 | 0.026
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